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Цель работы: Исследование характеристик одиночных каскадов усиления и двухкаскадных усилителей с емкостной связью.
Схема лабораторной установки:
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1. Снятие АЧХ усилительных каскадов.

Схема общий коллектор – общий эмиттер.

	f,Гц
	20
	100
	200
	1000
	2000
	104
	2(104
	105
	2(105

	KU
	5
	6,25
	10
	13,7
	15
	13,7
	13,7
	13,7
	12,5
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Схема общий эмиттер – общий эмиттер.

	f,Гц
	20
	100
	200
	1000
	2000
	104
	2(104
	105
	2(105

	KU
	17
	55
	100
	125
	125
	125
	135
	130
	130
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Схема общий коллектор – каскод.

	f,Гц
	20
	100
	200
	1000
	2000
	104
	2(104
	105
	2(105

	KU
	4,5
	5
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	10
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2. Снятие амплитудных характеристик одиночных усилительных каскадов

Схема с общим эмиттером

	
	Umin
	U1
	U2
	U3
	Umax

	Uвых,В
	0,25
	1
	1,25
	1,5
	1,55

	Uвх,В
	0,005
	0,009
	0,01
	0,0125
	0,015
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Схема с общим коллектором

	
	Umin
	U1
	U2
	U3
	Umax

	Uвых,В
	0,1
	0,75
	0,5
	0,275
	1

	Uвх,В
	0,005
	0,012
	0,015
	0,02
	0,07
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Схема с общим каскодом
	
	Umin
	U1
	U2
	U3
	Umax

	Uвых,В
	0,025
	0,1375
	0,35
	0,5
	0,75

	Uвх,В
	0,005
	0,015
	0,02
	0,025
	0,03
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3. Измерение входного сопротивления

Схема с общим эмиттером


[image: image7.wmf]

EMBED Equation.3[image: image8.wmf]кОм

кОм

мВ

мВ

мВ

U

I

U

R

Вх

Вх

Вх

3

.

27

1

,

9

10

15

25

R

U

-

U

ш

2

1

=

-

=

=

=


Схема с общим коллектором
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4. Сравнение полученных данных с расчетными
Схема с общим эмиттером
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RЭ=(t/I+1/(2(fc)=25+1/(6,28(1000(0,00001)=41Ом на частоте 1кГц (резистор шунтируется конденсатором)

для указанного транзистора (=80
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так как нагрузкой является каскад с общим эмиттером, то сопротивление нагрузки ( 2 кОм
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Схема с общим коллектором
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Общий коллектор – общий эмиттер 

так как выходное сопротивление каскада с общим коллектором пренебрежительно мало, то KU ОЭ = Rk/Rэ
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ОЭ – ОЭ
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ОК – каскод
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Вывод: В ходе лабораторной работы были определены параметры различных каскадов усилителей. Завал усиления в области низких частот связан с использованием конденсаторов, а в области высоких с проявлением комплексного характера коэффициента передачи тока базы транзистора, а также с влиянием ёмкости коллекторного перехода.
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